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투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 
이를 이용한 슈퍼커패시터
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 기술개요

Ÿ 고분자층의 중량평균 분자량이 500~10,000 g/mol인 투명 그래핀 전극을 활용하여 높은 투명도 및 전기용량을 
보유하는 투명 그래핀 전극 제조방법

Ÿ 활용처 : OLED 디스플레이, 반도체 소재, 항공우주 소재, 배터리 소재

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 기존 CVD법으로 합성한 커패시터의 경우 면적당 
전기용량이 기존 불투명 그래핀에 비해 매우 낮은 
면적당 전기용량(~5/㎠)을 보유

Ÿ 환원된 그래핀 산화물은 보통 수십 ~ 수백 나노미터의 
두께보유  

Ÿ 낮은 투명도 문제 

Ÿ 활성 반응기에 포함된 산소가 거의 없어 고분자층과의 
결착력을 더욱 향상

Ÿ 높은 비표면적 및 뛰어난 전기전도도 보유

Ÿ 화학기상증착법을 이용 균일 두께로 단층의 그래핀을 
합성 가능

Ÿ 기존의 낮은 투명도 한계점 극복(투명도 70% 이상)

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 제1그래핀층의 일 표면에서 고분자층이 단량체를  
자가중합하여 형성

Ÿ 고분자층의 중량평균 분자량이 500~10,000 g/mol

Ÿ 제조시 투명 고체 겔 전해질을 포함

[투명 그래핀 전극의 제조 방법 개략도]
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